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1 はじめに 

 タブレットやスマートフォンなどのディスプレイはガラス基板上に様々な膜を積層し作製されてい

ます。本研究室では、それらの膜の中でも画素の駆動に不可欠な半導体膜について、シリコン系の材料

を中心に電気特性の改善を目的に研究を行なっています。本稿では、シリコン系薄膜の高性能化に必

要な熱処理について、温度シミュレーションの内容を紹介します。 

2 レーザによる急速熱処理と処理中の温度シミュレーション 

 現在のディスプレイはガラス基板上に作製されるものが主ですが、軽量で曲げられ落としても割れ

ないなどの利点から、プラスティック基板上への作製について研究が進んでいます。プラスティック

基板上に良質な半導体膜を作製する際の課題として、ガラスと比べてプラスティックは高温に弱いと

いうことが挙げられます。プラスティックへの熱的損傷を抑えつつ、表面の半導体膜を高温にして品

質を上げる手法として、高パワー密度のレーザを用いた急速熱処理が挙げられます。図１にレーザ照

射中の試料断面の温度シミュレーション結果を示します。プラスティック基板の温度上昇をより抑え

るために熱遮断層を間に入れていますが、レーザ照射によって膜表面から加熱されている様子が確認

できます。図２はシリコン膜およびプラスティック基板表面部分の温度変化です。高パワー密度のレ

ーザが照射されることで、表面のシリコン膜の温度が数マイクロ秒程度で約 1300 ケルビン（約 1000℃）

に上昇してシリコン膜の改質が期待される一

方、熱遮断層による効果も含めてプラスティッ

ク基板表面部分の温度上昇は抑えられていま

す。高パワー密度のレーザを用いることで、熱

が内部に伝わる前に少ないエネルギーで表面

部だけを集中的に加熱でき、投入する総エネル

ギーを下げられた結果と言えます。さらにプラ

スティックの温度を下げられる構造や条件に

ついて今後も検討していく予定です。 

 

図１．レーザ照射中の試料内部の温度分布シミュ

レーション（断面図） 
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図２．熱遮断膜の厚さを変えたときの温度変化の様子 

(a) シリコン膜表面
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(b) プラスティック基板表面


